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Digitale Zwillinge kdnnen bei komplexeren Technologien nur auf robusten und hinreichend validierten
Prozessmodellen basieren. Ein entscheidender Engpass in jedem Fertigungsumfeld ist bei Plasma-
Prozessen die Parametrisierung dieser Modelle, sie erfordert eine hinreichende Datenqualitat:
Verfligbarkeit, Nutzbarkeit (horizontale und vertikale Auflosung, ...) und Interpretierbarkeit. Die ersten
beiden Eigenschaften sind in einem modernen Fertigungsumfeld prinzipiell auf hohem Niveau
realisierbar, die Interpretierbarkeit setzt jedoch voraus, dass die verfugbaren Daten nicht die Hardware,
sondern den Prozess inhaltlich hinreichend beschreiben. Genau diese Anforderung ist jedoch bei
Plasma-Prozessen in der Regel nicht erfilllt.

Beispiele aus laufender Halbleiterfertigung zeigen echtzeitfahige Modelle fur die Abscheiderate bei
klassischer SisNs-Abscheidung und fiir Atzrate und StrukturmaRe (CD) fiir eine Si-Trench-Atzung
(siehe Bild unten aus apc|m 2021). An diesen Modellen kann beispielgebend aufgezeigt werden, wie
- Plasma-Prozess-Modelle mit Anlagen- und Plasma-Sensor-Daten parametrisiert werden konnen,

- welche Daten einen hinreichenden Beitrag liefern und

- welche minimale Komplexitét fir welche Prozessklasse erforderlich ist.

Die Beispiele erlauben abschliefend auch eine Vorausschau, wie diese modellbasierten Ansatze zu
einer hoheren Effizienz des Fertigungsprozesses fiihren kdnnen. Sie ermdglichen durch eine
Prozesskammer-Ubergreifende Validierung ein effizientes Chamber Matching (CM) und die Vorhersage
von Prozessergebnissen (Virtual Metrology, VM).

The best linear 2d regression (R? = 0.94) for
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